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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(S) Verfahren zur Herstellung von elektronischen Strukturen 
@ Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Schaltkreisstrukturen vorzuschlagen, bei dem 
insbesondere Polymere in Form von leitenden, halblei- 
tenden und isolierenden Schichten strukturiert aufge- 
bracht werden, wobei eine Justage der Ebenen moglich 
ist. ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost, indem 
eine Isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahi- 
ge Schicht entsprechend der zu erzielenden elektroni- 
schen Struktur mittels Plotter auf ein Substrat aufge- 
bracht wird. Die aufgebrachten Substanzen liegen dabei 
in flussiger oder geloster Form oder als Suspension vor. 
AnschliefJend werden die aufgebrachten Substanzen 
durch Tempern oder Trocknen verfestigt. Nachfolgend 
werden, wahlweise mehrfach wiederholt, isolierende 
und/oder halbleitende und/oder leitfahige Schichten ent- 
sprechend der zu erzielenden elektronischen Struktur 
durch Plotten, Aufspruhen, Aufschleudern oder Aufstrei- 
■ Chen aufgebracht und die jeweils aufgebrachte Schicht 
* durch Tempern oder Trocknen verfestigt. AnschlioBend 
wird die aufgebrachte elektronische Struktur mit einer 
isolierenden Schicht versiegelt und in ubllcherWelse kon- 
taktiert und komplettiert. 
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Beschreibung 



Die Erfindung beziehl sich auf ein Verfahren zur Herstel- 
lung von elektronischen Strukiuren. 

Gegeniiber herkdinnilichen Verfahren zur Herslellung 
von elektronischen Strukturen, insbesondere iniegrierlen 
Schaliungen, z. B. inittels Epilaxie-, Atz- und Teniperpro- 
zessen basierend auf Silizium-Wafern, ist die Anwendung 
der Druckiechnologie von Polymermaieri alien erheblich 
schneller und kostengunsiiger. Des weiteren ist diese Tech- 
nologic vielseiiiger einsetzbar, da die verwendeten Materia- 
lien nichi soich exirenien Teniperaturen und Drucken ausge- 
seizi ist wie beispielsweise bei Epilaxie- und Oxidations ver- 
fahren. 

Bisher wurden Polyinere zur Herstellung von Schallkreis- 
strukturen mittels Siebdruck auf Waferoberflachen gebrachl. 
Dies hatte jedoch den Nachieil daB die erziehen Schichtdik- 
ken fur die Herstellung beispielsweise von Transisioren zu 
groB waren, uin gute elektrische Eigcnschaften zu erhalten. 

Wciterhin besteht die Moglichkeit. mil Hilfe von Tinien- 
oder Lasersirahldruckem Poiymere auf Waferobertlachen 
aufzudrucken. Bisher ist es jedoch nichl moglich, siruktu- 
rierie Schichien in niehreren ubereinanderiiegenden Ebenen 
aufzubringen. Dies scheitert an der fehlenden Justagenidg- 
lichkeil.. Da iiiehrere Schichien nur aufgebracht werden kon- 
nen, wenn eine geniigend groBe TVocknungszeit der einzel- 
nen Schichten eingehallen wird, ist dies init Tintenstrahl- 
oder Laserdruckem nichl moglich. Ist die Trocknungszeit zu 
gering, komint es zur Vermischung der Schichten, was eine 
Unbrauchbarkeil der Struklur zur Folge hatte. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herslel- 
lung von Schallkieissiruklurcn vorzuschlagen, bei dem die 
Nachieile des Standes der Technik beseitigi werden und ins- 
besondere Polyniere in Form von leiienden, halbleiienden 
und isolierenden Schichien su-ukturiert aufgebracht werden, 
wobei eine Justage der Ebenen moglich ist. Des weiteren ist 
es Aufgabe der Erfindung, daB das Verfahren derart geslaltei 
isi, daB Bauelemente und deren Verbindungen auf flexiblen 
Subsu-aten aufgebracht werden konnen. Ein kompleites 
AutT)ringen von Schaltkreislayouis in einer oder mehreren 
Ebenen soli durch erfindungsgeniaBes Verfahren moglich 
sein. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, daB Schalt- 
kreise und andere elektronische Bauelemente auch aus an- 
deren Materialien als Silicium hergestellt werden konnen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelosl, indem eine 
isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige 
Schichi enisprechend der zu erzielenden elektronischen 
Struklur mittels Plotter auf ein Subsu^i aufgebracht wird. 
Als Substrate eignen sich sowohl fesie als auch flexible Wa- 
fer, Glas, Folic oder ahnliche. Form, GroBe und Dicke des 
Subslrais spielen dabei eine untergeordneie Rolle. Die auf- 
gebrachien Subsianzen liegen dabei in flussiger oder geio- 
ster Form oder als Suspension vor Insbesondere werden iso- 
lierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige Poiymere 
aufgebracht. 

AnschlieBend werden die aufgebrachten Subsianzen 
durch Tempem oder Trocknen vertesiigt. Nachfolgend wer- 
den, wahlweise mehrfach wiederholl, isolierende und/oder 
halbleitende und/oder leitfahige Schichten enisprechend der 
zu erzielenden elektronischen Struktur durch Ploiien, Auf- 
spriihen, Aufschleudem oder Aufsu-eicheri aufgebracht und 
die jeweils aufgebrachle Schichi durch Tempem oder Trock- 
nen verfesiigt. 

AbschlieBend wird die aufgebrachle elektronische Struk- 
lur mil cincr isolierenden Schichi vcrsicgcli und in iiblichcr 
Weise kontakliert und kompleuiert. 

Durch dieses Verfahren werden sowohl elektronische 
Bauelemente als auch die Verbindungen einzelner Bauele- 



ntenie in integrienen Schaliungen hergestellt. 

Die Merkmale der Erfindung gehen auBer aus den An- 
spriichen auch aus der Beschreibung und den 2^ichnungen 
hervor Ausflihrungsbeispiele der Erfindung werden ini fol- 
5 genden naher erlautert . 

Die Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 bis 3 schemaiische Darslellungen schallungsfahi- 
ger Feldeffektiransistoren 
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Beispiel 1 



In diesem Austlihrungsbeispiel wird die Herslellung eines 
schaliungsfahigen Feldeffektiransistors beschrieben. 

Fig. 1 zeigi den schematischen Aufbau eines derartigen 
15 Transistors. Zuersi wird ein leitfahiges Polymer durch Plot- 
ten auf eine Waferoberflache 1 aufgetragen und mittels Teni- 
perung verfestigt. Diese leiiende Schichi stelli den Gaie- 
Koniakl 2 des Feldeffektiransistors dar. AnschlieBend cr- 
folgt das Ploiien einer isolierenden Schichi 3 auf das verle- 
20 sligie leitfahige Polymer. Auch die isolierende Schichi 3 
wird mittels Temperung verfestigt. Danach erfolgt das Plot- 
ten einer halbleiienden Schicht 4 auf die verfesligte isolie- 
rende Schichi und anschlieBendes Verfestigen der halblei- 
ienden Schicht mittels TeiuperprozeB. Nachfolgend wird 
25 eine Schichi eines leiirahigen Polymers durch Ploiien aufge- 
bracht und durch einen weiteren TemperprozeB verfestigt. 
Diese Schichi beinhaltel den Source- Kontakl 5 und den 
Drain-Kontaki 6. 

Zulelzt wird die Struklur mil einer in der Figur nichl dar- 
30 gesiellien isolierenden Schicht versiegell und das Bauele- 
nieni in ublicher Form kontakuert. 

Beispiel 2 

^5 In diesem Ausflihrungsbeispiel wird ebenfalls die Her- 
slellung eines schaltungstahigen Feldeffektiransistors be- 
schrieben. 

Wie in Fig. 2 dargesielli, wird zuerst ein leitfahiges Poly- 
mer durch Plotien auf eine Waferoberflache 1 aufgetragen 

40 und mittels Temperung verfestigt. Diese leiiende Schicht 
stelli den Gaie-Konlaki 2 des Feldeffektiransistors dar. An- 
schlieBend erfolgt das Plotien einer isolierenden Schichi 3 
auf das verfestigie leitfahige Polymer. Auch die isolierende 
Schichi 3 wird mittels Temperung verfestigt. Nachfolgend 

45 wird eine Schichi eines leilfahigen Polymers durch Plotien 
aufgebracht und durch einen weiteren TemperprozeB verfe- 
stigt. Diese Schichi beinhaltel den Source-Koniakt 5 und 
den Drain-Kontaki 6. 

Danach erfolgt das Plotien einer halbleiienden Schichi 4 

50 auf die verfesligte isolierende Schicht 3 und auf die den 
Source-Koniakl 5 und den Drain-Kontaki 6 beinhaliende 
Schichi eines leilfahigen Polymers und anschlieBendes Ver- 
festigen der halbleiienden Schichi 4 mittels TemperprozeB. 
2^1eizl wird die Struktur mil einer in der Figur nichl dar- 

55 gesiellien isolierenden Schicht versiegell und das Bauele- 
nient in ublicher Weise kompletiien. 

Beispiel 3 

60 Fig. 3 zeigi schemalisch den Aufbau eines weiteren schal- 
iungsfahigen Feldeftekitransisiors. Zuerst wird ein leitfahi- 
ges Polymer durch Plotien auf eine Waferoberflache 1 auf- 
getragen und millels Temperung verfestigt, Diese Schicht 
beinhaltel den Source- Koniakt 5 und den Drain-Kontaki 6. 

65 Danach erfolgt das Plotien cincr halbleiienden Schicht 4 auf 
die verfesligte leitfahige Polymer-Schicht und auf die Waf- 
eroberflache 1 und anschlieBendes Verfestigen der halblei- 
ienden Schicht 4 mittels TemperprozeB. 
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Danach erfolgi das Ploiten einer isolierenden Schichi 3. 
Auch die isolierende Schichi 3 wird iiiittels Temperung ver- 
fesiigi. 

Nachfolgend wird einc Schichi eines leittahigen Poly- 
mers durch Plotien aufgebracht und durch eincn weiieren 5 
TcniperprozeB verfcstigt. Diese leitende Schicht sielll den 
Gate-Koniaki 2 des FeldetTekitransistors dar. 

Zuletzi wird die Struklur inil einer isolierenden Schichi 
versiegeli und das Bauelenient in Ublicher Weise kontakiien 
und koniplcliicrl. 

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreier 
Ausfuhrungsbeispiele ein Verfahren zur Hersiellung von 
clektronischen Suukiuren erlaulerl. Es sei aber vennerkt, 
daB die vorliegende Erfindung nichi auf die Einzelheiien der 
Bcschreibung in den Ausfuhrungsbeispielen eingeschranki 15 
isl. da im Rahnien der Paienianspriiche Anderungcn und 
Abwandlungen beanspruchi werden. 

Paienianspriiche 

20 

1. Verfahren zur Hersiellung von eleklronischen 
Sirukruren, dadurch gekcnnzeichnet da6 

- isolierende und/oder halbleiiende und/oder leii- 
fahige Schichlen nacheinander wahlweise ein- 
oder iiiehrfach enlsprechend der zu er^ielenden 25 
eleklronischen Sirukiur durch Ploilen, Aufspru- 
hen, Aufschleudem oder Aufstreichen auf ein 
Subsu-ai aufgebracht und die jeweils aufgebrachie 
Schichi durch Tempem oder Trocknen verfesligi 
wird und 

- abschlieBend die aufgebrachie elektronische 
Sunkiur mil einer isolierenden Schichi, versiegeli 
sowie kontakiiert und kompleuierl wird. 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
nei. daB mindesiens eine Schichi mittels Plolter aufge- H5 
bracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
^eichneu dafi als Subsirat sowohl fesie, als auch flexi- 
ble Subsu*aie, insbesondere Wafer, Glas oder Folic, 
Vcrwendung finden. ^ 

4. Verfahren nach eineni oder niehreren der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnei, daB als 
Schichlen aufgebrachie Subsianzen in flussiger oder 
gelosierForm oder als Suspension aufgeiragen werden. 

5. Verfahren nach einem oder niehreren der vorherge- 45 
henden Anspriiche. dadurch gekennzeichnei, daB als 
Schichlen isolierende und/oder halbleiiende und/oder 
Icilfahige Polyniere aufgeiragen werden. 

6. Verfahren nach eineni oder niehreren der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnei, daB elek- 50 
tronische Baiielemenie und/oder Verbindungen einxel- 
ner Bauelemenie in iniegriertcn Schaliungen herge- 
steili werden. 



Hierzu 1 Seiie(n) Zeichnungen 
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